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- สารกึŕงตวันํา (Semiconductor)
- ไดโอด (Diode)
- ไบโพลา่ทรานซสิเตอร ์(BJT)
- วงจรสวติช ์(Switching)
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การนาํไฟฟาของวัสดุ

- ฉนวน (ไมนําไฟฟา)

- ตัวนํา (นําไฟฟาได)

- ก่ึงตัวนํา (นําไฟฟาไดในบางสถานการณ)
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ฉนวน

สมบัติทางกายภาพ สารประกอบโคเวเลนต

สถานะ (ท่ีอุณหภูมิหอง) ของแข็ง, ของเหลว, แกส

การนําไฟฟา โดยปกติไมมี

จุดเดือดและจุดหลอมเหลว มีหลายคา โดยท่ัวไปจะตํ่ากวาสารประกอบไอออนิก

การละลายในน้ํา มีหลายคา โดยท่ัวไปจะตํ่ากวาสารประกอบไอออนิก

การนําความรอน โดยทั่วไปต่ํา

พนัธะโคเวเลนต ์

ไม่มีอิเลก็ตรอนอิสระ 
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ตัวนําไฟฟา

พนัธะโลหะ 

มีอิเลก็ตรอนอิสระ 

มคีวามสําคัญตอคุณสมบตัิทางฟสกิสหลายอยางของโลหะ เชน

•ความแขง็แรง

•ตแีผเปนแผนได(malleability)
•ดงึเปนเสนได (ductility)
•นาํความรอนไดดี

•นาํไฟฟาไดดีและนําไดทุกทิศทาง

•เนื้อเปนเงา (luster)
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การนาํไฟฟา
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ตัวนําไฟฟาเมื่อไดรับความรอน

นําไฟฟาไดยากขึ้น

(เกิดความตานทาน)

Temperature Coefficient of Copper
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ตัวนําไฟฟาเมื่อไดรับความรอน
Temperature Coefficient of Copper
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ฉนวนเมื่อไดรับความรอน

ไมมีอิเล็กตรอนอิสระ

ไมนําไฟฟา

เมื่อไดรับพลังงาน 

จะเกิดอิเล็กตรอนอิสระ

สามารถนําไฟฟาได
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ฉนวนเมื่อไดรับความรอน
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ฉนวนเมื่อไดรับความรอน

ฉนวนแรงดันตํ่า ทําจากแกว

ฉนวนแรงดันสูง 

ไมไดทําจากแกว
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มีวิธีอ่ืนในการเปลี่ยนฉนวนใหเปนตวันําไฟฟา

โดยไมตองเผา หรือ เติมพลังงานเขาไปหรือไม ?
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น้ํากล่ัน

ไมนาํไฟฟา

เพราะอะไร ?

น้ํากล่ัน สกปรก

นําไฟฟาได
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เมื่อเติม Ion เขาไปในน้ํา

ไมวาจะเปน +  หรือ –

มันจะนาํไฟฟาได

การทําแบบนี้เรียกวาทําใหเกิด

Impurity
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ทําใหของเหลว(Liquid state) เกิด Impurity ไมยาก

ฉีกซอง  เท  คน
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ทําใหกาช(Gas state) เกิด Impurity ก็ไมยาก
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ทําใหของแข็ง(Solid state) เกดิ Impurity ก็ไมยาก

จริงหรือ ?

ผสมรอน ?

ผสมเย็น ?
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กอนจะเขาปาไปไกล เราจะกลับมาที่โจทยแรก คือ

ตองการใหเกดิ impurity เพ่ืออะไร ?
ตอบ: เพ่ือทําใหฉนวน สามารถนําไฟฟาได
แลวทําไมไมใชตัวนําไฟฟาไปเลย จะมาลําบากทําไม ?
ตอบ: เราตองการควบคุมคุณสมบัติการนําไฟฟาได

ตวัอยางเชน ตองการความตานทานสูงๆ ในความยาวสั้นๆ
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชความรอนเพ่ือสรางอิเล็กตรอนอิสระ
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ทําใหของแขง็(Solid state) เกิด Impurity

Solid state Electronic

จริงๆคือ ตองการควบคุมการนําไฟฟาของฉนวนที่เปนของแข็ง

โดยการเติมประจุ + หรือ – ลงไปในตําแหนงโมเลกุลท่ีตองการ
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Electrons 

per shell

2, 8, 4

Si
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Silicon บริสุทธิ์

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

ไมมีอิเล็กตรอนอิสระ

ไมนําไฟฟา
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การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

เติมสารแปลกปลอมลงไปเพ่ือใหมี electron อสิระเพ่ิมข้ึนมา (electron เกินความตองการ)
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Electrons 

per shell

2, 8, 5

P



25

การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

P
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การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si Si

P Si

Si Si

Si Si

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

P
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การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si P

P Si

Si Si

Si P

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

P

เกิดอเิล็กตรอนอิสระ
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การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si P

P Si

Si Si

Si P

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

P

คุณสมบัติการนําไฟฟาเหมือนโลหะ

ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
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การสรางอิเลก็ตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si P

P Si

Si Si

Si P

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

P

คุณสมบัติการนําไฟฟาเหมือนโลหะ

ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si P

P Si

Si Si

Si P

เม่ือเติม Phosphorus ลงไปใน Silicon บริสุทธิ์

อเิล็กตรอนอิสระเหลาน้ีมีสวนชวยใหประจุไฟฟา เคลื่อนที่ได

มีช่ือเรียกอีกอยางวา พาหะของประจุไฟฟา (charge carrier)

การเติมสารแปลกปลอมลงใน silicon มีเช่ือเรยีกวา การโดปสาร (Doping)
การโดปเพื่อทําใหไดอิเล็กตรอนเพ่ิม เรียกวา N-Type Doping

(N = Negative)
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

ในทางตรงกันขาม หากเราขโมยอเิล็กตรอนออกมาบางสวน

จะเกิดอะไรขึ้น
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

จุดท่ีอเิล็กตรอนเดิมเคยอยูจะเกิดเปนหลุม (Hole)

อิเล็กตรอนของอะตอมใกลๆ  จะพยายามกระโดดเขาไปอยูแทน

อิเล็กตรอนที่กระโดดออกไป ก็จะทิ้งหลุมไวในตําแหนงท่ีมันเคยอยู

อะตอมที่มีหลุม จะไมมีอิเล็กตรอนไปหักลางกับโปรตอน จึงแสดงความเปนประจุ +

หลุมไมไดมีอยูจริง แตใชอธิบายการกระโดดไดของอิเล็กตรอนใหเขาใจงายข้ึนเทาน้ัน
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน
หลุมนี้ทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนยายตําแหนงตลอดเวลา

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

หลุมจงึเปน พาหะของประจไุฟฟา (charge carrier)

วัสดุนี้จึงนําไฟฟาไดในทุกทิศทาง เหมือนตัวนําไฟฟา

เรานําอิเล็กตรอนออกมาจาก Silicon ไมได แตเราเติมโปรตอนลงไปเพิ่มได

จะไดผลแบบเดียวกัน คือ ทําใหปริมาณประจุ – นอยกวาประจุ + จึงเกิดหลุมข้ึน

การโดปเพื่อทําใหไดเกิดหลมุ เรียกวา P-Type Doping

(P = Positive)
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การสรางอิเล็กตรอนอิสระในของแข็งที่เปนฉนวน

Electrons 

per shell

2, 3

B
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Silicon บริสุทธิ์

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

ไมมีอิเล็กตรอนอิสระ

ไมนําไฟฟา
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Silicon ที่ถูกโดปดวย Boron

Si B

B Si

Si Si

B B

B

หลุม (Hole)
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Silicon ที่ถูกโดปดวย Boron

Si B

B Si

Si Si

B B

หลุม (Hole)

คุณสมบัติการนําไฟฟาเหมือนโลหะ นําไฟฟาไดทุกทิศทาง
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สารก่ึงตวันํา

Semiconductor

สารกึ่งตัวนํา (อังกฤษ: semiconductor) คอื วัสดุที่มีคุณสมบัติในการนําไฟฟาอยู
ระหวางตัวนําและฉนวน เปนวัสดุที่ใชทําอุปกรณอิเล็คทรอนกิส มักมีตัวประกอบของ 

germanium, selenium, silicon วัสดเุนื้อแข็งผลึกพวกหนึ่งที่มีสมบัติเปน
ตัวนํา หรือส่ือไฟฟาก้ํากึ่งระหวางโลหะกับอโลหะหรือฉนวน ความเปนตัวนําไฟฟาขึ้นอยูกับ

อุณหภูมิ และส่ิงไมบรสิทุธิ์ที่มเีจือปนอยูในวัสดุพวกนี้ ซึ่งอาจเปนธาตุหรือสารประกอบก็มี 

เชน ธาตุเจอรเมเนียม ซิลิคอน ซีลีเนียม และตะกั่วเทลลูไรด เปนตน วัสดุกึ่งตวันําพวกนี้มี

ความตานทานไฟฟาลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเปนลักษณะตรงขามกบัโลหะท้ังปวง
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สรุป

ถูกกระทํา การนําไฟฟา ความตานทาน จัดเปน

มี

อเิล็กตรอนอิสระ

(โลหะ)

- ดี ต่ํา ตัวนํา

ทําใหรอน ไมดี สูง ตัวนํา

ไมมี

อเิล็กตรอนอิสระ

(Silicon)

- ไมได สูงมาก ฉนวน

ทําใหรอน ไมดี สูง ก่ึงตัวนํา

P- Type 

Dope

ดี ต่ํา ก่ึงตัวนํา

N-Type 

Dope

ดี ต่ํา ก่ึงตัวนํา
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สารก่ึงตวันํา

Si P

P Si

Si Si

Si P

Si B

B Si

Si Si

B B
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N-Type

N-Type
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การนําสารก่ึงตัวนําแบบ P และ N มาตอกัน
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ไมไดเชื่อมเปนเนื้อเดียว แตมีฉนวนบางๆกั้น

ฉนวนเกิดจากการที่บริเวณนี้ไมถูกโดป จึงไมมีพาหะประจุ

บริเวณนี้เรียกวา PN Junction

ในกรณีนี้ไมมีพาหะประจุ จึงเรียกวา depletion region

ส่ิงที่นาสนใจบางอยางเกิดขึ้นที่บริเวณนี้
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การนําสารก่ึงตัวนําแบบ P และ N มาตอกัน

-
-

-

-
--
-

-
--

-
-

-

- -

-+

+

++ +

+

+

+

+

+

++
+

+

+

+

+ ++

PN-Junction

พาหะประจุหายไป

+
+

+

+

+ +

-
-
-
-

พาหะประจุเพ่ิมมากข้ึน
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การนําสารก่ึงตัวนําแบบ P และ N มาตอกัน
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PN Junction
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depletion region จะแคบลง

Vcc

V Barrier Potential

เมื่อเพ่ิม Vcc จะสงผลให depletion region แคบลงเรื่อยๆ
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PN Junction

V Barrier Potential
Vcc

Vcc < V Barrier Potential
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PN Junction

V Barrier Potential

Vcc

Vcc > V Barrier Potential
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PN Junction

V Barrier Potential

Vcc

Vcc > V Barrier Potential

V’

V’=Vcc - V Barrier Potential



48

PN Junction การไหลของอิเล็กตรอน
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PN Junction การไหลของกระแส

-
-

-

-
--
-

-
--

-
-

-

- -

-+

+

++ +

+

+

+

+

+

++
+

+

+

+

+ ++

+
+

+

+

+ +

-
-
-
-

+ -

Vcc > V Barrier Potential

V Barrier Potential

depletion region จะหายไป

I

II
I

I



50

PN Junction การไหลของกระแส

+ -

การตอ + เขา P , - เขา N เรยีกวา Forward Bias
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PN Junction การไหลของกระแส

ถากลับขั้วแบตเตอรี่ จะเกิดอะไรขึ้น ?
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PN Junction

-
-

-

-
--
-

-
--

-
-

-

- -

-+

+

++ +

+

+

+

+

+

++
+

+

+

+

+ ++

+
+

+

+

+ +

-
-
-
-

+-

Vcc

V Barrier Potential



53

PN Junction
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เมื่อเพ่ิม Vcc จะสงผลให depletion region กวางข้ึนเรื่อยๆ

กระแสจึงไหลไมได

ไมมีพาหะประจุ
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PN Junction การไหลของกระแส

+-

การตอ - เขา P , + เขา N เรยีกวา Reverse Bias
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PN Junction

อุปกรณตัวน้ียอมใหกระแสไหลผานไดเพียงทิศทางเดยีว

มีช่ือเรียกวา....
ไดโอด (Diode)

NP
CathodeAnode
KA
-+

καθοδος
(cata hodos)
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Diode

KA

V Barrier Potential ของ Diode จะเรียกคานี้วา Vf , Vd หรือ V forward 

คือ แรงดันต่ําสุดที่ diode เริ่มทํางาน

คา Vf จะแปรผนัตามอุณหภมูิ และแรที่ใชผลิตสารก่ึงตัวนํา  โดยทั่วไปจะมีคาที่อุณหภูมิหอง

ไดโอดที่ทําจาก Silicon จะมี Vf= 0.7 V  

ไดโอดที่ทําจาก Germanium จะมี Vf= 0.3 V 

ตลอดการทาํงาน คา Vf จะไมคอยเปลี่ยน แตหากมีกระแสไหลผานตัวมันมาก Vf อาจเพ่ิมขึ้นเล็กนอย

หาก Vf เพ่ิมขึ้นเกินขีดจํากัด ไดโอดจะพัง 
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Diode

KA

หากตอ Diode กลับข้ัว จะไมมกีระแสไหล (อาจมีรั่วไดเลก็นอย) 

แตหาก Vcc ท่ีจายกลับข้ัวมีคาสูงเกินไป กระแสจะทะลุ Junction ขามไปได

เรยีกคาน้ีวา (Breakdown Voltage)

เมื่อเกิด Breakdown พาหะประจุใน P และ N จะถูกกําจดัออกไปจนหมด 

ไดโอดก็จะ พัง
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Diode

KA
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Diode

KA

++

++

+

+

+

กระแสไฟฟาผานไดทิศทางเดียว คือ + เขาทาง A และออกมาก K

และ - เขาทาง K และออกทาง A

+
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Diode

ตวัอยาง datasheet ไดโอดเบอร 1N4001

เริ่มทาํงานที่ 0.6 Vพังที่ 1.1 V

หามใหกระแสไหลผานเกิน 3A

ทนความรอนไดมากที่สดุ
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Diode

วงจรน้ีมีกระแสไหลผาน และแรงดันตกครอม R1 เทาใด

เม่ือกําหนดใหไดโอดผลิตจาก Silicon 

ใชไดโอดเบอร 1N4148 ไดหรือไม ?

วิธีทํา
ไดโอด Si มีคา Vf = 0.7 V ครอมไดโอด Vd= 0.7

0.7 V

เหลือ V ครอม R1 เปน 9 - 0.7 = 8.3 V    ตอบ

กระแสผาน R1 = VR1 / R1   = 8.3 / 60 = 138 mA ตอบ

เกิดพลังงานที่ไดโอด P = Vd x I  = 0.7 x 0.138 = 96mW

1N4148 ทนไดถงึ 3W ดังนั้นวงจรน้ีจึงใชไอโอดเบอรน้ีได  ตอบ

8.3 V
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Diode

วงจรน้ีมีกระแสไหลผาน และแรงดันตกครอม R1 เทาใด

เม่ือกําหนดใหไดโอดผลิตจาก Silicon 

วิธีทํา
ไดโอด Si มีคา Vf = 0.7 V ครอมไดโอด Vd= 0.7

0.7 V

เหลือ V ครอม R1 เปน 9 - 0.7 -0.7 = 7.6 V    ตอบ

กระแสผาน R1 = VR1 / R1   = 7.6 / 60 = 126 mA ตอบ

7.6 V9V R1=60Ω

0.7 V
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Diode

ไดโอดตัวนี้เอาไปทําอะไรไดบาง ?

1) ปองกันผูใชตอไฟกลับขั้ว
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Diode

1) ปองกันผูใชตอไฟกลับขั้ว

วงจรราคาแพง

มีอันเดียวในโลก

ตอไฟกลับข้ัว +, - จะพังทันที

+
-

+

-
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Diode

1) ปองกันผูใชตอไฟกลับขั้ว

วงจรราคาแพง

มีอันเดียวในโลก

ตอไฟกลับข้ัว +, - จะพังทันที

+
-

+

-

กระแสผานไมได
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Diode

ไดโอดตัวนี้เอาไปทําอะไรไดบาง ?

1) ปองกันผูใชตอไฟกลบัข้ัว

2) ใชควบคมุแรงดัน (Voltage regulator)
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Diode

2) ใชควบคุมแรงดัน (Voltage regulator)

+
-

5V

0.6V

0.6V

0.6V

0.6V

0.6V

3V
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Diode

2) ใชควบคุมแรงดัน (Voltage regulator)
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Diode

ไดโอดตัวนี้เอาไปทําอะไรไดบาง ?

1) ปองกันผูใชตอไฟกลบัข้ัว

2) ใชควบคมุแรงดัน (Voltage regulator)

3) ใชแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง (เรียงกระแส)
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Diode

3) ใชแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง (เรียงกระแส)

+

-
0

+

0

50 ครั้งใน 1 วินาที

ไมมีการสลับขั้ว

กระแสสลับ AC

กระแสตรง DC
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Diode

3) ใชแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง (เรียงกระแส)

+

-
0 กระแสสลับ AC

0 กระแสตรง
แรงดันเหลือคร่ึงเดียว
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Diode

3) ใชแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง (เรียงกระแส)

+

-
0 กระแสสลับ AC

0 กระแสตรง
แรงดันเหลือคร่ึงเดียว
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Diode

ไดโอดตัวนี้เอาไปทําอะไรไดบาง ?

1) ปองกันผูใชตอไฟกลบัข้ัว

2) ใชควบคมุแรงดัน (Voltage regulator)

3) ใชแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง (เรียงกระแส)

4) ใหกําเนิดแสง
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PN Junction
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หลุม อเิลก็ตรอน
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Diode

4) ใหกําเนดิแสง
หลุม อิเล็กตรอน

หลุม อิเล็กตรอน

หลุม อิเล็ก

ตรอน

หลุมอิเล็ก

ตรอน
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Diode

4) ใหกําเนิดแสง

อิเล็กตรอน

หลุมอิเล็กตรอ

น

หลุม

หลุมอิเล็ก

ตรอน

หลุมอิเล็ก

ตรอน

ไดโอดทุกตัวทํางานแบบน้ี

แตมองไมเห็นแสงเพราะ

1) แสงไมไดอยูในชวงที่มองเห็นได (สวนมากเปน IR)
2) Junction มีขนาดเล็ก 3) วัสดุมีความทึบแสง

4) โฟตอนที่เกิดข้ึนถูกอะตอมอ่ืนดูดไปใชจนหมด

แตถาเลือกวัสดทุี่เหมาะสม ก็สรางหลอดไฟจากไดโอดได
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Diode

4) ใหกําเนิดแสง

LED ( Light Emitting Diode)
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Diode
LED ( Light Emitting Diode)

เริ่มทาํงาน

พัง
ใชงาน
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Diode
LED ( Light Emitting Diode)

จงคํานวณตัวตานทานในวงจร เม่ือใชหลอด LED ที่มีคุณสมบัติดังนี้

Ir=20mA
Vf= 3V

Vr= 6 V Vf = 3 V , Ir = 0.020วิธีทํา

Vr = 9-3 = 6 V

R= Vr / I =6 / 0.020

R= 300Ω

Power R1= Vr x I

=6 x 0.020 = 120mW

ตอบ ใชตัวตานทาน 300 Ω ขนาด 120mW 

เปนตนไป (แนะนําใชขนาด 1/4w )
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Bipolar Junction Transistor (BJT)

ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain at Bell Labs, 1948.
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Point-contact Transistor
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A K A

สารกึ่งตัวนําชนิดสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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ไมมีกระแสไหล
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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สารก่ึงตัวนําชนดิสองรอยตอ
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Bipolar Junction Transistor (BJT) ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

ลูกศรช้ีคนละทาง



94http://www.walkingitaly.com/radio/crema/crema_htm/crema_doc/2n243/ti.htm

Melt Doping
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Bipolar Junction Transistor (BJT) ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

วิชาน้ีจะใชทรานซิสเตอรแบบ NPN เปนสวนใหญ

เน่ืองจากใชกระแส + ในการควบคุมการทํางาน
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Bipolar Junction Transistor (BJT) ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

เราจะใชทรานซสิเตอรมาทํางานเปนสวิตซไฟ

ทรานซิสเตอร
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Bipolar Junction Transistor (BJT) ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

โหมดการทํางาน คุณสมบัติ การใชงาน

Saturation กระแส Ic สูงสุด สวิตซเปด

Active Region ขยายสัญญาณ

Cut-off Ic =0 สวิตซปด

Ic

Ib

เน่ืองจากเราจะนาํไปใชในทาง

ดจิทิัล เราจึงสนใจการทาํงาน

เพียง 2 โหมด เทาน้ัน
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Bipolar Junction Transistor (BJT) ทรานซิสเตอรชนิดสองรอยตอ

Common Base

ไมขยายกระแส

ทํางานเร็ว นยิมใชในงานความถ่ีสูง

Common Collector

ไมขยายกระแส

นิยมใชปรับแตงความตานทานของระบบ

Common Emitter

ขยายกระแสไดสูง

นิยมใชขยายสัญญาณ หรือใชเปนสวิตซ
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

VCE

VL

Ib มากเกินไป ทรานซิสเตอรจะไหม
Ic มากเกินไป ทรานซิสเตอรจะไหม

Vce มักจะเทากับ Vd ของไดโอด

Vl นอยกวา Vcc เสมอ

Vbe มากกวา 0.7 v ถึงจะเริ่มทํางาน



101

วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

VCE

VL

เราจะคํานวณคา R เพ่ือใหทรานซิสเตอรทาํงานใน 2 โหมดคือ Saturation ( fully–on) และ cut-off (fully-off)

กระแส Ib สูงสุดที่ทาํให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด cut-off เรียกวา Collector Cutoff Current

กระแส Ib ต่ําสุดที่ทาํให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด saturation คอืกระแสที่ทาํใหเกิด

                                                                    Collector–Emitter Saturation Voltage 
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

กระแส Ib สงูสดุที่ทําให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด cut-off เรียกวา Collector Cutoff Current

กระแส Ib ตํ่าสดุที่ทําให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด saturation คือกระแสที่ทําใหเกิด

                                                                    Collector–Emitter Saturation Voltage 

Ibcut-off= 0 ถึง 100nA
Ibsat= 50mA ถึง (800mA-50mA)

Vcesat= 0.7V
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

กระแส Ib สงูสดุที่ทําให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด cut-off เรียกวา Collector Cutoff Current

กระแส Ib ตํ่าสดุที่ทําให ทรานซิสเตอรอยูในโหมด saturation คือกระแสที่ทําใหเกิด

                                                                    Collector–Emitter Saturation Voltage 

Ibcut-off= 0 ถึง 100nA

Ibsat= 50mA  ถึง 800mA

Vcesat= 0.7V

จาย 0 V หรือจิ้มขา B ลง ground ก็ cut off แลว

คงที่เหมือนไดโอด ไมคอยมีผลกับวงจร

ชวงกระแส กวางมาก กะเอาก็ได

ไมเห็นตองคํานวณ

กระแสที่เกิน ก็จะถูกระบายทิ้งโดยไหลลงกราวดผานไปทางขา E 

วงจรไหนๆ ก็ใชคา Rb = 4.7k กันทั้งน้ัน
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

เราอยากจะเอากระแสที่เกินไปเผาทิ้ง จริงๆหรือ ?
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให 

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

Vin=5 V ; หลอดไฟติดสวางเตม็กําลัง

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

Ib sat = 50mA , =70, Vbe=0.7V 

ตอบ Rb ควรใกลเคียง 86 แตหามเกินคาน้ี

การออกแบบในลักษณะน้ีไมคอยปลอดภัย เพราะไมไดจํากัดกระแส Ic

ซ่ึงมีโอกาสจะเกินขีดจํากดัของทรานซิสเตอรได
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให 

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

Ib sat = 50mA , =70, Vbe=0.7V 

ตอบ Rb ควรใกลเคียง 3.071k แตหามเกินคาน้ี

กําหนดใหกระแสผานหลอด 100mA

กระแสไมถึงระดับ sat 

แตคากระแสจะผานหลอดตามที่ออกแบบ

เพราะกระแสถูกขยายตาม 
ก็ถือวา OK แลว
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให

มีกระแสผานหลอด 300mA 
Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

กําหนดใหใชทรานซีสเตอรเบอร BC337

Vcc= 24V สามารถรับได ไมพัง!
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให

มีกระแสผานหลอด 300mA 
Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

กําหนดใหใชทรานซีสเตอรเบอร BC337

กระแสผานหลอด 300mA สามารถทนได

 ไมพัง
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให

มีกระแสผานหลอด 300mA 
Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

กําหนดใหใชทรานซีสเตอรเบอร BC337

 ใน datasheet มักนิยมเรียกวา hFE

และระบุเปนชวง ในตัวอยางจะบอกวาอยู

ในชวง 100-630 ใหเราเลือกใชคาตํ่าสุด

คือ 100

Vbe
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให

มีกระแสผานหลอด 300mA 
Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

กําหนดใหใชทรานซีสเตอรเบอร BC337

ตอบ Rb ไมเกิน 1.266k

VL= ?

Vce sat

VL= Vcc - Vcesat
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

จงคํานวณคาตัวตานทาน Rb เมื่อกําหนดให

มีกระแสผานหลอด 300mA 
Vin=5 V ; หลอดไฟติด

Vin < 5V ; หลอดไฟดับ

กําหนดใหใชทรานซีสเตอรเบอร BC337

VL= ?

Vce sat

VL= Vcc - Vcesat

ถาใชทรานซิสเตอรเบอรน้ี แรงดันครอมหลอดจะไมมีวันเกิน Vcc – 0.7 = 23.3 V

ถาตองการใหแรงดันครอมหลอดสูงกวา 23.3V ใหเพ่ิม Vcc
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

มี Input = หลอดดับ

มี Input = หลอดสวาง
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

ขอดีของการใชทรานซีสเตอรสวิตซ

- ทํางานไดเร็ว

- ใชกระแสควบคมุนอย

- จํากัดกระแสที่ผานโหลดได

- ราคาถูก

ขอเสียของการใชทรานซีสเตอรสวิตซ

- ทนกระแสไดนอย

- มีการสูญเสียเปนความรอน

- ไดแรงดันครอมโหลดไมเตม็ ( on ไมสุด)

ปญหาเหลาน้ีถูกแกใน MOSFET
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Field Effect Transistor

FET จะเขาสูสภาวะ ON เม่ือ VGS มากกวาคา Threshold และ OFF เมื่อ VGS=0

แรงดันตกครอม VDS ขณะ ON มีคาคานอยมาก และมีความตานทานตํ่ามาก

เนื่องจากเปนการควบคุมการเปด ปดดวยแรงดัน วงจรจึงออกแบบงายกวา 

การคํานวณจึงพิจารณาเพียง แรงดันที่ทนได และแสที่ทนได และความสามารถในการระบายความรอนของ FET

ขอเสียคอื แรงดันควบคุมมกัมีระดับสูงกวา BJT จึงนิยมใชรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร
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ตัวอยาง MOSFET เบอร IRFML8244

ขณะ ON มีความตานทานต่าํมาก

ทนแรงดันไดสูงสดุ

ทนกระแสไดสูงสุด

ระบายความรอนไดสูงสดุ

แรงดันที่ทําให ON
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

ทรานซิสเตอรจํานวนมากถูกสรางใหมีขนาดเลก็และราคาถูกไดดวยกระบวนการ

 Semiconductor Lithography (Photolithography)
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วงจรทรานซิสเตอรสวิตซ (Transistor as a Switch)

ทรานซิสเตอรจํานวนมากถูกสรางใหมขีนาดเลก็และราคาถูกไดดวยกระบวนการ

 Semiconductor Lithography (Photolithography)
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จบเนื้อหาสําหรับครึ่งถาคการศึกษาแรก

อิเล็กทรอนิกสภาคแอนาล็อก

ครึ่งภาคการศึกษาถัดไปจะเปน

อิเล็กทรอนิกสภาคดิจิทัล
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วันที่ 11 กย 2563 เวลา 12:00 - 15:00 

นําเอกสารเขาได 1 แผน A4 จะจดหรือพิมพก็ได

ใหนําเครื่องคิดเลขเขาหองสอบได 

(หามใชโทรศัพทมือถือ)

ขอสอบเก็บคะแนน 30% 

มีทั้ง กา และ เติมคํา


